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(57) Abstract: The invention relates to an OFET, in which the gate (2) and 
source and drain electrodes (5; are embedded in the insulation layer (3) The 
structuring of the insulation layer is carried out by means of a stamping tech- 

n J qU £^ WhiCh high resolmion conducting structures can be produced and 
the OFET has a high power capacity. 

(57) Zusammenfcssung: Die Erfindung betrifft ein OFET, bei dem Gate-P) 
sow* Source, und Drain-Elektroden (5) in der Isolatorschicht (3) eingebe?- 
tet smd. D ie Strukturierung der Isolatorschicht erfolgt durch eine Pragetech- 
mk, wodurc* > hochaufgeloste leitfchige Strukturen ausgebildet werden kon- 
nen und der OFET eine hohe Leislungsfahigkeit aufweisL 
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Beschreibung 

Organischer Feldef f ekt-Transistor, Verfahren zu seiner Her- 
stellung und Verwendung zum Aufbau integrierter Schaltungen 

Die Erfindung betrifft einen organischen Feldef fekt-Tran- 
sistor (OFET) , ein Verfahren zu dessen Herstellung sowie die 
Verwendung dieses OFETs zum Aufbau integrierter Schaltungen. 

Feldeffekt-Transistoren (OFETs) spielen auf alien Gebieten 
der Elektronik eine zentrale Rolle. Bei ihrer Herstellung 
massen mehrere organischen Schichten ubereinander struktu- 
nert werden. Das ist mit herkommlicher Photolithographie, 
welche eigentlich zur Strukturierung von anorganischen Mate- 
rials dient, nur sehr eingeschrankt mOglich. Die bei der 
Photolithographie tiblichen Arbeitsschritte greifen bzw. losen 
die organischen Schichten an und machen diese somit unbrauch- 
bar. Das geschieht beispielsweise beim Auf schleudem, beim 
Entwickeln und beim AblSsen eines Photolackes . 

Ein wesentlicher Faktor fur die Gtite eines OFETs und damit 
emer daraus aufgebauten integrierten Schaltung ist jedoch 
die Unversehrtheit und Stability der einzelnen Funktions- 
schichten und fur die Leistungsf ahigkeit ist insbesondere ei- 
ne hohe Auflosung bzw. Feinheit der Source- und Drain-Elek- 
troden wesentlich. 

Zur Ausbildung feinster strukturierter Funktionsschichten auf 
eanem Substrat wurde bereits eine PrSgetechnik vorgeschlagen, 
be! der in einer Schicht mit einem entsprechend oberflachen- 
strukturierten Stempel Vertiefungen eingeprSgt und konser- 
viert werden. Diese Vertiefungen werden dann mit dem Material 
der nachfolgenden Funkt ions schicht aufgefUllt. Ein solches 
Verfahren und damit erzeugte OFETs sind in der deutschen Pa- 
tentanmeldung DE 10061297.0 der Anmelderin beschrieben. Hier 
werden die Vertiefungen jedoch in einer zusatzlichen Schicht 
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Aufgabe der Erf.ndung 1st es, einen vereinfachten, kompakten 
Aufbau for ein OFET anzugeben, der dessen Herstellung i* Mas- 
senherstellungsmaflstab kostengunstig erlaubt. Dabei soli 
5 gleichzeitig die Leistungsfahigkeit und Stabilitat des OFETs 
gewahrleistet bleiben. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung 1st ein organischer 
Feldeffekt-Transistor, welcher 

10 

- eine Gate-Elektrode 

- eine Isolatorschicht 

- eine Halbleiterschicht 

15 in dieser Reihenfolge auf einem Substrat umfasst, wobei in 
der Isolatorschicht die Source- und Drain-Elektroden sowie 
die Gate-Elektrode eingebettet sind. 

Vorteil des erf indungsgemaJJ gestalteten OFETs ist, dass der 
20 Transistoraufbau wesentlich vereinfacht, die Qualitat des 

Isolators verbessert und der Halbleiter als oberste Schicht 
ermsglicht wird. Letzteres ist insbesondere von Vorteil da 
die Halbleitermaterialien bzw. -schichten die empf indlichsten 

25 ZTT, en , in elnem S ° 1Chen SyStem Sind - Mit anderen W -ten, 
25 die Halbleiterschicht wird keinen weiteren Prozessschritten 

mehr ausgesetzt. Im Vergleich zu herkommlichen OFETs entfallt 
desweiteren eine ganze Schicht, was letztendlich den OFET im 
Vergleich zum stand der Technik dUnner macht. Vor allem wird 
em Prozessschritt zur Erzeugung der zusatzlichen Schicht 
30 emgespart. 

Die isolatorschicht wird vorzugsweise aus einem selbstharten- 
den oder eine* UV- oder w^ehartbaren Poly^rmaterial gebil- 
det und mittels einer Pragetechnik ftlr die Aufnahme der Sour- 
35 ce- und Drain-Elektrode (n) strukturiert . Dazu ist die ge- 

^ktro'de^n) U T r ! er r ** Anla9e d " S — ™* »"in- 
Elektrode (n, als Positiv auf einem Pragesteapel ausgebildet 
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und wird damit in die ungehartete Isolatorschicht libertragen 
Die Struktur wird durch Ausharten konserviert. Durch die er- ' 
findungsgemaB angewendete Pragetechnik in Verbindung mit der 
Aushartung des Isolatormateriales lassen sich feinste, dis- 
5 krete und permanente Spuren bzw. Vertiefungen fur die Leiter- 
bahnen bzw. Elektroden erzeugen. 

Damit ist erfindungsgemafi auch gewahrleistet, dass der Ab- 
stand 1 zwischen Source- und Drain-Elektrode kleiner als 20 
10 jm, insbesondere kleiner 10 m und vorzugsweise zwi SC hen 2 
bxs 5 urn betragt, was einer HochstauflSsung und damit hechs- 
ter Leistungskapazitat eines OFETs entspricht . 

Die vorliegende Erfindung betrif ft auch ein Verf ahren zur 
15 Herstellung eines OFETs mit insbesondere Bottom-Gate-Struk- 
tur, bei dem man auf einem Substrat eine Gate-Elektrode auf- 
brrngt, dartlber eine Isolatorschicht aus einem hartenden Ma- 
Z p aUSb ? et ' ±n ^ ehSrtet - ^olatorschicht mittels 

20 E^ektrirrr P6lS StrUktUr ^ d±e SOUrCe " - d Drain- 

1*1 * er2SUgt dUrCh Aushart - Isolatormateria- 

les konservrert, die konservierte Struktur mit einem leitfa- 
hxgen Material auffullt und darUber die Halbleiterschicht 
ausJbilaet . 

■■S Wie gesagt, bestehen die Vorteile in einem vereinfachten 
Tran sl storaufbau. Es wird nur eine einzige Isolatorschicht 
verwendet, weiche gleichzeitig Trager der Source- und Drain- 
Elettroden und Isoiator ist. Demgegenuber sieht der norz.ale 
Herstellungsprozess fur jede der beiden Funictionen eine ge- 

0 sonderte schicht „or. Die Einsparung einer ganzen Schicht be- 
deutet nicht nur Materia!-, sondern auch Kosteneinsparung. 

Die Q uaii«t des Isoiators ist verbessert. Ein Grund darUr 
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Auch 1st der Isolator optimal fur die Aufnahme des Halblei- 
ters vorkonditioniert, da er aufgrund der Aushartung nicht 
mehr vom Losungsmittel des Halbleiters wahrend dessen Auftrag 
angreifbar ist. Das bedeutet auch eine groBe Freiheit bei der 
Auswahl des Losungsmittels, in dem der Halbleiter zum Auftra- 
gen und Ausbilden der Schicht gelost werden kann. 

Das (selbst)hartende Material fur die Isolationsschicht wird 
vorzugsweise aus Epoxiden und Acrylaten ausgewahlt. Diese Ma- 
terialmen k5nnen so konditioniert werden bzw. sein, dass sie 
beispxelsweise bereits unter der Einwirkung von Luftsauer- 
stoff ausharten und/oder durch Einwirkung von UV-Licht 
und/oder Warme. Diese Polymere lessen sich entweder aus der 
L6sung oder in Form flussiger UV-Lacke auftragen, entweder 
durch spin-coaten oder Drucken, wodurch eine groBe Homogeni- 
tat der Schicht gewahrleistet werden kann. 

Das leitfahige Material zur Ausbildung der Elektroden kann 
aus organischen leitfahigen Materialien und partikelgefullten 
Polymeren ausgewahlt werden. Leitfahige organische Materia- 
lmen S1 nd beispielsweise dotiertes Polyethylen oder dotiertes 
Polyanmlxn. PartikelgefUllte Polymere sind solche, welche 
lertfahmge, meist anorganische Partikel in dichter Packung 
enthalten. Das Polymer selbst kann dann leitfahig oder nicht- 
lextfahig sern. Die leitfahigen anorganischen Partikel sind 
bespxelsweise Silber oder andere metallische Teilchen sowie 
Graphit oder Carbon Black, 

Vorzugsweise wird man das leitfahige Material in die vorgege- 

^ele t TTT ng ISOlat ° rS elnral£eln - Die ^kelmetLL 

ales "If n 1 ' **" ^ *** ^tfahigen Materi- 

ales nahezu unbegrenzt ist, wobei eine gleichfttrmige Ausftil- 
lung der Strukturierung gewahrleistet wird 
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Das erfindungsgemafie Verfahren kann auch so ausgestaltet wer- 
den, dass es kontinuierlich geftihrt wird, was einen heheren 
Produktionsauswurf gewahrleistet . 

Da es sich bei den erfindungsgemafi ausgestalteten OFETs urn 
solche hoher Qualitat und Leistungsf ahigkeit handelt, eignen 
sie sich insbesondere zum Aufbau integrierter Schaltungen, 
welche auch all-organisch sein kc-nnen. 

Im Folgenden wird das erfindungsgemafi e Verfahren und der Auf- 
bau des erfindungsgemafien OFETs anhand von schematischen Fi- 
guren 1 bis 6 naher erlautert. 

Zunachst wird gemafi Fig. 1 auf einem Substrat 1, das bei- 
spielsweise eine dunne Glasfolie oder eine Polyethylene Po- 
lyimid- oder Polyterephthalatfolie sein kann, eine Gate- 
Elektrode 2 strukturiert . Die Gate-Elektrode 2 kann aus me- 
tallischem oder nicht-metallischem organischem Material be- 
stehen. Unter den metallischen Leitern kann man an Kupfer, 
Aluminium, Gold oder Indium-zinn-Oxid denken. Organische lei- 
tende Materialien sind dotiertes Polyanilin oder Polyethylen 
oder partikelgefullte Polymere. Je nach Auswahl des leitenden 
Materiales erfolgt die Strukturierung der Gate-Elektrode ent- 
weder durch Aufdrucken oder lithographische Strukturierung. 

t)ber der Gate-Elektrode 2 und auf dem Substrat 1 wird nun ge- 
mafi Fl g. 2 die Isolatorschicht 3 aufgetragen. Dies kann durch 
Spin-Coaten oder Bedrucken erfolgen. Die Isolatorschicht 3 
wird vorzugsweise aus einem UV-hartenden oder warmehartenden 
Material, wie Epoxid oder Acrylat, erzeugt. 

Gemafi Fig. 3 wird in der nicht ausgeharteten Isolatorschicht 
3 mittels eines Pragestempels 4, der die Struktur der Source- 

S U tl^ ain ' Elektr ° de(n) " P ° Sitivfo - tragt, diese gewtinschte 
Struktur eingepragt. Die Isolatorschicht 3 wird dann aushar- 

TsaltlllT m±ttelS Einwirkun ^ ™ ^-Licht oder warme 

ausgehartet und der Stempel 4 -dann entfernt. 



WO 02/099907 



PCT/DE02/01948 



6 



Wie aus Fig. 4 ersichtlich 1st, 1st die ftir die Source- und 
Dram-Elektroden vorgesehene Struktur in der Isolatorschicht 
3* permanent und kontur ens char f konserviert. 

in die erzeugten Vertiefungen bzw. Spuren wird gemafi Fig 5 
nun das leitfahige Material 5 eingefuilt. Das geschieht auf- 
grund der oben angegebenen Vorteile vorzugsweise mit Hilfe 
eaner Rakel. Dazu geeignete Materialien sind ebenfalls oben 
erwahnt . 



Gema* Fig. 6 wird nun noch die Halbleiterschicht, welche aus 
kon.ugierten Polymeren, wie Polythiophenen, Polythienylenen 
Oder Polyfluorenderivaten aus einer L5sung verarbeitbar sind, 
aufgetragen. Das Auftragen kann hier durch Spin-Coaten, Ra- 
keln oder Bedrucken erfolgen. Ftir den Aufbau der Halbleiter- 
schacht eignen sich auch sogenannte "small molecules" d h 
Oligomere wie Sexithiophen oder Pentacen, die durch eine Va- 
kuumtechnik auf das Substrat aufgedampft werden. 

Aufgrund der Unempf indlichkeit der ausgeharten Isolator- 
schxcht konnen ftir das Auftragen der Halbleiterschicht die 
verschiedensten Losungsmittel und damit die ftir das gesamte 
Herstellungsverfahren jeweils geeigneste Auf tragstechnik aus- 
gewahlt werden. 

Das vorgeschlagene Herstellungsverfahren 1st ftir die groB- 
technische Anwendung geeignet. Es konnen gleichzeitig viele 
verschiedene OFETs in einem kontinuierlichen Verfahren bei 
durchlaufendem Band erzeugt werden. 
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Patentansprtiche 

1. Organischer Feldef fekt-Transistor, welcher 

- eine Gate-Elektrode (2) 

- eine Isolatorschicht (3») 

- eine Halbl eater schicht (6) 

in dieser Rei hen f o lg e auf eine. Substrat (1, umfasst, »o- 

sLlrT, SOlat ° r3Chicht < 3 '> source- und Drain- 

Elektrode(n) eingebettet sind. 



2. 



5. 



Organ 1S cher Feldef fekt-Transistor nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Isolatorschicht (3') au< 
ernem UV- oder warmehartbaren Material gebildet ist 



Organrscher Feldef fekt-Transistor nach Anspruch 1 oder 2 
dadurch gekennzeichnet, dass die Isolatorschicht (3') 
mxttels einer PrSgetechnik ftlr die Aufnahme der Source- 
und Drain-Elektrode(n) strukturiert ist. ~ 

Organiser Feldef fekt-Transistor nach eine* der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand 1 
zwxschen Source- und Drain-Elektrode kleiner 20 m , ins - 
^^tr^t" 16111 ^ 10 - ^ ™«~" -ischen^2 bis 5 

Itl f ^ ren HerSt6llun ^ ei ^s OFETs ait Bottoxn-Gate- 

Struktur nach eine* der AnsprUche 1 bis 4, bei dem man 
auf e lneffl Substrat (1, eine Gate-Elektrode (2) aufbringt 
darker erne Isolatorschicht (3, aus ei n em hartenden Ma- 
terial ausb.ldet, in der ungeh.rteten Isolatorschicht (3) 
mittels exnes Pragestempels (4) die Struktur fur die 
teTdes ^^^^^ (n) erzeugt und durch Aushar- 
St'ktur TtT^T^ k — iert ' -I- ^onservierte 
LTdie llttT ^^"f igen auffUllt und dar- 

dle Halb leiterschicht (6) ausbildet. 
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6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, das S 
man das hartende Material ftlr die Isolatorschicht (3-) 
aus Spoxiden und/oder Acrylaten auswahlt. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass man das leitfahige Material zur Ausbildung der E- 
lektroden aus organischen leitfahigen Materialien und 
partikelgeftillten Polymeren auswahlt. 

8. Verfahren nach einem der Ansprtlche 5 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man das leitfahige Material in die 
vorgegebene Strukturierung far den Isolator (3«) einra- 
kelt.. 

9. Verfahren nach einem der Ansprtlche 5 bis 8, das als kon- 
txnuierliches Verfahren mit einem durchlauf enden Band 
durchgefiihrt wird. 

10. Verwendung eines OFETs nach einem der Ansprtlche 1 bis 4 
Oder 5 bis 9 beim Aufbau integrierter Schaltungen. 
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Fig. 2 



Fig. 3 



Fig. 4 



Fig. 5 



Fig. 6 




BEST AVAILABLE COPY 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L51/20 H01L51/40 



In Monal Application No 

PCT/DE 02701948 



According to International I 
B. FIELDS SEARCHED 
Minimum documentation t 

IPC 7 H01L 



t Classification (I PC) or to bou, »auun«, ummmuau**, miu ^ 
f {classification system followed by dassfflcatton^Sboter 



I~7^ ron ^ dUr1ngmfl ^^^^eo^a ba3B and, where gSSg search terms use,; 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passagas 

GUO L ET AL: "NANOSCALE SILICON FIELD 

FABRICATED USING 

IMPRINTLITHOGRAPHY" 
SE™itE H S I S LETTERS > AMERICAN 
vol 71^ no i3 YSICS - NEW Y0RK ' us > 

fL^PE!^ 19 ^ 7 (1997-09-29), pages 
1881-1883, XP000725821 
ISSN: 0003-6951 
the whole document 



US 5 854 139 A (KOND0 KATSUMI 
29 December 1998 (1998-12-29) 
column 9, Une 10 - line 15 
column 16, Une 43 - line 49: 
column 16, Une 18 - Une 31 



FX] Furtner documents are listed In the continuation of box C. 
• Special categories of cited documents : 

A * ^S?^^"? 0 ^ 9™*™* state of the art which Is not 
.considered to be of particular relevance 

' E ' e ra^ r tSe Umant bUt PUbltehQd ° n or ^ the 'ntemational 

' L * d 2Sffi?^tt TO y?!«w doubts on priority daJmfslor 
SS2ln te ,SS2 t0 es| abHsh the publication ^te^^other 
citation or other special reason (as specified) 

^sr^a^ 8 ^ 9 to 80 om use, exhibition or 

; p ^ggyg^g^g^ *** ^t 

Date of the actual completion of the international search" 



Relevant to claim No. 
1-10 



1-10 



24 September 2002 



Name and mailing address or the ISA 

m^??™^^ 8 ' P a Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rgswljk 

Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl 
Fax; (+31-70) 340-3016 ' 



-ET AL) 



figure 6 



-/— 



(X ) PaJent femfly members are listed In annex 

te of^ U ^ pub i l8h ! dafterthe IntemauonaJ filing date 
XSM^SSL™^?? 1 ,n wftn the application but 

d ^SS n KJlP5!ffJ^ re, ^^ tha «aimea invention 
o« °? ns,dered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document Is taten alone 
°f um ?7 t of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered to involve an Inverse steowten the 

5 tne%rt oomb,nat,on ob v'ous to a person sMUed 
document mem ber of the same patent family 
Date of mailing of the International search report 

04/10/2002 

Authorized officer 



Agne, M 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



C.(Comimiatton) DOC UMENT'S CONSIDERED TO BE 

wuegonr • | Cation ot document, with Indlcallon.whem appropTtee^Fthe reJavant 



I^KiiP/ 1 - 5 * 'Tfwmocurable pollers 
^resists for Imprint lithography" 
ELECTRONICS LETTERS , I EE STEVENAGE, GB; 

3 L, n0 ' ll » 25 May 20 °0 (2000-05-25) 
pages 983-984, XP006015268 * 
ISSN: 0013-5194 
the whole document 



In tUonal Application No 

PCT/DE 02/01948 



PCT/ISVZIO (ccnllnuMlon ol mow short) (July 1B92) 



Won 


motion on patent f amity members 


It ttlonal Application No 

PCT/DE 02/01948 


Patent document 
cited In search report 


Publication 
date 




patent family 
member(s) 


Publication 

date 1 


US 5854139 


A 


29-12-1998 


JP 
JP 
US 


3246189 B2 
8018125 A 
5705826 A 


15-01-2002 
19-01-1996 
06-01-1998 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



In tUonales Aktenzelchen 

PCT/DE 02/01948 



A. KlASSlFtZlEHUNQ DES ANMELDUNGSGEGENST* 

IPK 7 H01L51/20 H01L51/40 



Nach der Intemattonalen Patentkl assfflkatlon (IPK) Oder nach der nattonaten Klasslflhatton und def IPK 
B. RECHERC H1ERTE GEBIETE 



Re^charchlerter Mwc^tprufstofl (KlassmkaUonasystem und KlassJJlkallonssymbole ) 
IrK. / H01L 



Recherchlerte abar nicht zum MlnctestprOfstoff geh6rende Veroffentltahungen, sowed diase timer die recherchlerten Qablete fallen" 



Wahrend der mtemeitonaien Recherche konsultisrte elektronische Oatenbank (Name der Datenbank und evil, veiwendete Suchbegrlffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB 



C. ALS WESENTLICH ANGSSEHENE U NTERLAGEN 

Kaiegorte 1 



Bezelchnung der Verttffentlichung, sowett erf orderlich unter An gab e der in Betracht kommenden Tele 



Betr. Anspruch Mr. 



GUO L ET AL: "NANOSCALE SILICON. FIELD 

EFFECT TRANSISTORS FABRICATED USING 

IMPRINTLITHOGRAPHY" 

APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN 

INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, 

Bd. 71, Nr. 13, 

29. September 1997 (1997-09-29), Selten 
1881-1883, XP000725821 
ISSN: 0003-6951 
das ganze Dokument 

US 5 854 139 A (KONDO KATSUMI ET AL) 

.29. Dezember 1998 (1998-12-29) 

Spalte 9, Zelle 10 - Zeile 15 

Spalte 16, Zelle 43 - Zelle 49; AbbUdung 

6 

Spalte 16, Zelle 18 - Zeile 31 

-/— 



1-10 



1-10 



jO- OT^men^ 6 " 1110 ^" 00 " ** Fort8etzun S von Fe,d C zu _ »ehe Anhang Patantfamflie 



Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentllchungen 

' A ' YSSM^fL 1 * 9 ? n a ' J 0° me,n en Stand cter Technik deflmert, 
aber nicht ate besondere bedeutsam anzusehen ist 

'E- atte res Dokument, das jedoch erst am oder nach dem fnternaHonBlen 
AnmeWedatum veroftertitaht worderrist inwnauonaien 

•L' Verjffentflchunp. die geeignet Ist, einen Prtorttatsanspruch zwelfelhaft or- 
Bchelnenzutassen, oder dutch medaaVerdttenUlchungs^umSnor 
anderen by Recherchenberteht genannten vS£^^^wLn 
ISs^erahrtf ^ m andBren be80ndare «G~nd an gotten tet (wle 
•O 1 VerOffentllchung, die slch auf erne mOndiiche Offenbarung 

•P- vSlSiS?! hSS^' ^J^^SH" 0 °3? r andere MaBnahmen bezteht 
K verOffentUchung, die vordem Intematlonaien An me Ide datum aber nach 

dem beanspruchten Prlorttatsdatum veroffentlicht wom^ S 
Datum des Abschlusses der intemattonalen Recherche 

24 September 2002 



S ^??^ e 5n?J?Si c !i u ? 0 ' ^iSF" dem Internationalen An me Idea at urn 
oder dem Prlorttatsdatum veroffentHcht worden 1st und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnls des der 
ThTOn^an^e^be^teP"^" Prtnz,ps ^ dar tor zugrundeliegenden 

* X ' > £'2?®S? U, 3S von besondsrer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kanr. i atein_ aufgrund dieser Veraffentltchung nicht als neu oder auf 9 
^ erftnderischerTatlgKBltberuhendbelrachtet warden 

■Y* VerdffentBchung von besondere r Bedeutung; die beanspruchte Erflndtma 
kann nicht els auf erffndenscher Tatlgkett fimhendbeuachtet tmntaun9 
K"£^™ nn VertffenlJIchung mil einer oder rnehreren anderen 
^"SSSi^S 81 !!? 6 ? 6 ' ^qp* in Verblndung gebracht wlrd und 
dlese Verblndung fOr einen Fachmann nahetlegend 1st 

Verottentflchung, die M itglled dersetoen Palentfarnriie tet 
Abaendedatum des internationalen Recherchenbertchts 

04/10/2002 



Name und Postanschrtft der Internattonafen Recherchenbe horde 

St^S&SJ^^ P B ' 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rljswtjk 

TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 

Fax (+33-70) 340-301 6 



Bevollmachtlgter Bedlensteter 



Agne, M 



Fofmbbh PCT/JSA/Z10 (Blatt 2) (JuH 19S2) 



mi i cr\iMA 1 lUJMALcK KtCHcRCHcNBERICHT 

C(FortMtzung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


In tttonales Aktennfehtn 

PCT/DE 02/01948 


Kategorie* 




Botr. Anapmch Nr. 


A 


TORMEN M ET AL: "Thermocurable polymers 
as resists for Imprint lithography" 
• ELECTRONICS LETTERS, IEE STEVENAGE, GB, 
Bd. 36, Nr. 11 ; 25. Ma1 2000 (2000-05-25), 
Se1 ten 983-984, XP006015268 
ISSN: 0013-5194 
das ganze Dokument 


2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Migaoen zu venmsmuenunyen, am air seioon rosnnamne ganoran 




